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水素と二酸化炭素を原料としたメタノール合成反応は、Cu/ZnO系触媒を用いて行われている。

フォルメート (HCOO)は、この反応の中間体と考えられている [1]。Zn/Cu(111)表面におけるメ

タノール合成反応では、Zn が生成したフォルメートに結合していることが報告されている [2、

3]。一方で、ギ酸 (HCOOH)は銅表面上で解離してフォルメートとなるため、メタノール合成の

表面反応素過程の研究に良く用いられてきた [4]。Cu(111)表面では、低温でギ酸を吸着させてか

ら加熱すると、モノデンテートフォルメートへ解離することが 2013 年に報告された [5]。さら

に加熱すると、モノデンテートフォルメートはバイデンテートフォルメートへ吸着構造変化する 

[5]。しかし、Zn/Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離の微視的メカニズムは未だよく分かって

いないのが現状である。 

本研究では、Zn/Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離を X線光電子分光 (XPS) (KEK PF)を

用いて調べた。図 1は 82 Kでギ酸を吸着させた Cn(111)、Zn/Cu(111)、酸素を曝露した Zn/Cu(111)

表面を 300 Kに加熱したときの XPS スペクトル (O 1s)である。Cu(111)清浄面では、531.0 eV に

バイデンテートフォルメートが観測された。Zn/Cu(111)表面で観測された 532.0 eV は、フォルメ

ート種と帰属した。図 1 より、Zn の被覆率の増加につれてフォルメート種の生成量が減少する

ことが分かった。発表では、過去に行ってきた Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離のメカニ

ズムをもとに、Zn/Cu(111)表面における解離反応を議論する予定である。 

 

 

 
図 1. XPS の O 1s スペクトル。82 Kでギ酸を吸着させた Cn(111)、Zn/Cu(111)、酸素を 500 L曝

露した Zn/Cu(111)表面を 300 K に加熱した。 
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